SOUHRN

V praci je popsan novy zpusob vymezeni plochy Schottkyho kontaktu kombinaci
litografie a definované tloustky epitaxni vrstvy. Na tomto novém principu je zaloZena v praci
popsana piiprava Schottkyho diody na n-GaAs o malé plose prechodu.

V praci je strucné nastinéna teorie prechodu kov-polovodi¢ a zachycen piehled
pouzivanych materiali pro Schottkyho a ohmické kontakty na n-GaAs.

V praktické c¢asti je uveden vybér vhodnych materidlti jak pro Schottkyho tak pro
ohmické kontakty sohledem na specifické pozadavky zkouSeného postupu. Je popséana
optimalizace technologického postupu depozice Schottkyho kontakti vakuovym napafovanim
a optimalizace tepelného zpracovani Schottkyho a ohmickych kontaktd. Déle je popsan
pouzity postup leptani GaAs vrstev a popsana a prakticky odzkouSena volba dotace n-GaAs.

Na pripravenych strukturach jsou provedena stejnosmérna i stiidava méfeni.
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